
En n:~suu1é. malgn:~ les probk~mcs tcd1110Jogiqucs complexes de mesure de faibles counu1ts, 

de haute lcnsio11, de la température cl de pression. nous so111111es arrivés ;( montré sur Je plan 

expérimental que tout isohmt possède nue dcnsitL'. de cournnl électrique plus ou moins irnportrn1te 

dé1x.·ndaul des conditions de fo11d ionnc111cut. 

S11r le phin théorique. nous :.1vo11s pu c.k~tcmiim:r la nature des porteurs (ions. électro11s) d<ms les 

isolcu1t s et proposé des modèles de condud ion propres <'i chaque matériau en raisa11t i 11tervc11ir le 

parnJlll'.tre pression pour expliquer les v<1riations de J en fo11clio11 de tous les p:1ra111ètrcs pris c11 

compte sirnultrn.:m~'.lll. 

La c01maissance <k·s prol\.'Ssus de coududion JXTmettra. par la suite. de détcrmi11cr l'origiHc des 

phénomè11es de claquage qui se produit <h111s les pol.\ mères. ~11r le plan <l'application industrielle et 

c11 particulier <hins k dnmai11c des dhks d'énergie c;(111c; 1miri11s eu tc11sio11 co11tinuc, on peut 

espérL'.f, pm la en mais mit·c de la 11at11n..: des J>< rle1irs. limitl..'.r leur nocivité ou augmenter leur 

capacité de pouYnir , 1 ~rt ~· la ri:::idilé didc... ri px d 111 '' ài;1u. 


